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【行业要闻】 

武汉华星第 6 代柔性项目（T4）FAB2 厂房 屋面钢结构首吊成功 

11 月 3 日上午，中建三局华星光电 t4 项目钢结构首吊仪式如期举行。武汉

华星光电半导体显示技术有限公司总经理赵勇、环安总监谢彦波、世源科技工程

有限公司项目党委书记苏钢民、中资工程建设监理公司武汉分公司经理吴卫国、

中建三局一公司董事长吴红涛等人出席了本次仪式，共同见证项目钢结构首吊的

历史性时刻。 

据悉，该项目钢结构预计 12 月 20 日前完成全部钢构件吊装及 DECK 板铺

设，实际施工工期仅为 48 天，面对工期紧、任务重的难题，项目部表示将整合

多方施工所需各种资源力量，竭尽全力确保按时履约。 

华星光电 t4 项目全称武汉华星第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线

项目施工总承包 A 标段，建筑面积约 40.39 万平米。项目位于武汉东湖新技术

开发区光谷智能制造产业园显示产业基地，项目投产后产值将超百亿，该项目的

顺利实施将会为中建三局在中部地区打造电子洁净厂房标杆，继续开拓洁净厂房

施工工程市场奠定坚实的基础。 

科技部重点研发项目落地巨化 

11 月 10 日，国家科技部重点研发专项——“微纳电子制造用超高纯电子

气体”项目启动会在巨化召开。来自国家科技部高技术中心、集成电路材料和零

部件产业技术创新战略联盟、上海交通大学、中科院半导体研究所等有关单位的

专家及巨化集团领导参加了启动会。 

“微纳电子制造用超高纯电子气体”是 2017 年国家重点研发计划“战略性

先进电子材料”专项项目，由巨化下属的博瑞公司牵头， 联合浙江师范大学、 浙

江氟硅技术研究院、凯圣公司、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、深圳

市华星光电技术有限公司和工程设计公司等 6 家单位共同申报，并于今年 8 月

获得国家科技部立项支持， 用以解决 Cl2、HCl 和 HF 高纯制备中影响气体纯

度与一致性的关键共性科学问题和技术瓶颈为研究目标，突破 Cl2、HCl 和 HF

的提纯除杂、检测、包装工艺，实现超高纯 Cl2、HCl 和 HF 电子气体的工业化

制备和制程应用，促进微纳电子制造用战略性先进材料的国产化。 
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国家科技部高技术中心材料处专项主管杨斌向获得国家重点研发“微纳电子

制造用超高纯电子气体”的项目团队表示祝贺。 “国家重点研发计划实施以来，

在管理上发生了很大的改革和变化，已从原来过程监控管理转变为目标管理、静

态管理变为动态管理、阶段性管理变成全过程跟踪管理。”杨斌强调，巨化要发

挥项目牵头承担单位法人的主体责任，与协作单位共同推动项目的发展。在新的

研发体制下，科技人员、研发团队要全面贯彻落实党的十九大精神， 把项目研

发好、 实施好，实现既定的目标。 

微电子蚀刻材料项目成功落户武义 

日前，浙江省金华市武义县举行了微电子蚀刻材料项目签约仪式。县委副书

记、县长章旭升在仪式上致辞，副县长傅显平主持签约仪式。 

据悉，微电子蚀刻材料项目总投资 8 亿元人民币，项目总用地面积约 8 万平

方米，分为两期建设，项目全部建成投产，预计年销售 20 亿元人民币。本次与

该县合作的日本森田化学工业株式会社创立已有 100 多年历史，是日本氟化物化

学界的创始者和引领者，在国际化工领域享有较高的知名度。 

章旭升代表县委、县政府对微电子蚀刻材料项目成功落户武义表示祝贺。他

说，武义素有“萤石之乡”的美誉，作为全国最早开采和利用萤石的地区，从上

世纪九十年代开始，以氟化物为主要产品的化工行业蓬勃发展，为武义工业经济

发展作出了重要贡献。其中，三美化工股份有限公司已成为该县规模最大的企业，

连续 10 多年位列“纳税百强”之首，荣获“全国化工 500 强企业”、“中国专业

化学品制造业百强企业”等称号。蚀刻技术是半导体器件和集成电路的基本制造

工艺。该项目的落地，将为该县微电子产业发展奠定更加坚实的基础，更将为全

球化工市场输送一支优质的产业新军。章旭升希望浙江森田新材料有限公司以此

为契机，加快项目建设，争取早日投产，推动武义化工品牌走向全球；也希望进

一步深化与日本森田化学工业株式会社的交流合作，不断扩大合作领域和规模，

在更高层次上实现互利共赢、共同发展，打造中日合作的典范。 

日本森田化学工业株式会社社长森田康夫对成为此项目的合作方表示荣幸，

同时，也表示将尽最大的努力将项目做到最好，争创世界一流，希望与武义携手

合作，共赢发展。 

京东方 Q3 大尺寸面板市场份额首超 LG，全球第一 



电子化工新材料产业联盟简报 

4 

 

IHS Markit 公司 27 日发布的数据显示，LG Diplay 第 3 季在大尺寸面板市场

的市场份额降至 19.3%，为 2009 年第 4 季以来首度失去第一名的宝座，拱手让

给中国面板大厂京东方， 京东方市占率为 21.7%。 

韩联社报导，第 2 季时 LG 显示器与京东方已上演肉搏战，份额分别为 20.7%

及 20%。 大尺寸面板指大于 9 寸的面板，这些面板可用于电视机、笔记本电脑

及平板计算机。其他竞争对手包括台湾群创光电、友达光电以及三星电子，份额

分别为 16.1%、15.8%及 8.9%。 

产业观察家表示，先前南韩政府迟迟不愿批准 LGD 在中国设立 OLED 面板

新厂的计划。 首尔表示有技术外流的疑虑。 另外，京东方的成都 OLED 生产

线提前量产更是超出市场预期。 

分析指出，当京东方八点五代厂完全量产，它和 LG 在大尺寸面板两者之间

差距将持续扩大。 

华星光电 G11 项目主厂房及玻璃厂房提前封顶 

11 月 29 日上午，在光明新区华星光电 G11 产业园，华星光电第 11 代 TFT

—LCD 及 AMOLED 新型显示器件生产线项目（简称 G11 项目）、旭硝子第 11

代线新型电子显示玻璃项目主厂房封顶仪式举行。深圳市经贸信息委副主任胡晓

清，市发展和改革委员会副主任徐智东，光明新区党工委委员、管委会副主任胡

汝林，TCL 集团董事长兼 CEO、华星光电董事长李东生，旭硝子株式会社执行

役员、电子公司显示器事业本部长鹫之上正刚，华星光电半导体总经理金旴植等

共同见证了华星光电 G11 项目主厂房及玻璃厂房封顶这一历史性时刻。 

当天上午，随着现场 G11 主厂房混凝土浇灌和玻璃厂房安装天花板构件过

程的完成，华星光电 G11 项目及玻璃厂房提前一个月完成主体厂房封顶，这标

志着 G11 项目距离投产又迈出坚实的一步。G11 项目选址在深圳市光明新区凤

凰社区红坳村，总投资 465 亿元，用地面积 99.2 万平方米，设计产能 9 万片/月，

计划 2019 年 3 月量产，主要产品为 43"、65"、75"液晶显示屏，OLED 显示屏，

超大型公共显示屏等。产品重点聚焦以 8K 为代表的超高清、超大尺寸、OLED

三大技术领域，为消费者带来极致的感官体验。G11 项目建成后，有望成为全球

最高世代、投资金额最大的面板生产线，进一步扩大我国在 TFT-LCD 产业中的

市场份额，完善不同尺寸产品的覆盖范围，弥补我国在大尺寸、高端显示产品的
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市场空缺，对促进中国电视产业转型升级，具有重要的战略意义。 

G11 新型电子显示玻璃项目位于华星光电第 11 代 TFT—LCD 及 AMOLED

新型显示器件生产线建设项目园区内，毗邻华星光电 G11 生产厂房。项目由日

本旭硝子（AGC）与华星光电半导体共同投资，旭硝子占股 70%，华星光电半

导体占股 30%。项目规划总投资金额约 59 亿元人民币，其中一期投资 30 亿元，

预计 2019 年 2 月开始量产。项目建成后，将直接通过连廊，为 G11 项目配套供

应玻璃基板，实现双方自动化设备的智能连接，以及数据的智能对接。此外，该

项目还将先进的玻璃研磨厂房与国内建筑体系有机结合，集成创新，打造出首座

二层结构的研磨工厂。 

金旴植表示，华星光电刚刚庆祝完八周年生日，半个月后又迎来了 G11 项

目主厂房及玻璃厂房封顶重要的历史时刻。他希望，华星光电团队能再接再厉，

加快工程施工进度，确保明年 5 月仪器设备顺利搬入厂房，保证明年 12 月点灯

投产，努力将 G11 项目打造成为全球最先进、运营效率最高的 11 代液晶面板生

产线，为深圳市和光明新区做出更大的贡献。 

鹫之上正刚表示，旭硝子作为华星光电最强有力的战略合作伙伴，将在 G11

项目配套玻璃厂投入全球最先进的技术，实现玻璃工厂与面板工厂之间的连廊搬

运、无缝接轨，并尽快供应高质量的 G11 玻璃基板，为 G11 项目成功提供强有

力的保障。同时，将切实担负起安全生产，稳定供应的重责大任。 

【最新专利】 

一种清洗剂 

在集成电路的双重镶嵌加工期间，光刻法用于将图案成像在装置晶片上。光

刻技术包括涂覆、曝光和显影步骤。用正性或负性光刻胶物质涂覆晶片并随后用

掩模覆盖，所述掩模在随后的工艺中限定待保持或去除的图案。将掩模适当放置

后，掩模已将一束单色辐射，例如紫外(UV)光或深 UV(DUV)光(≈250nm 或

193nm)导向通过掩模，以使暴露的光刻胶材料或多或少地可溶于选择的冲洗溶

液中。然后去除或“显影”可溶性光刻胶材料，从而留下与掩模相同的图案。 

随后，将气相等离子刻蚀用于将显影的光刻胶涂层的图案转印至下面的层，

其可以包括硬掩膜(hardmask)、层间电介质和/或蚀刻停止层。等离子刻蚀后的残
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余物通常沉积在后端布线的结构上，如果不去除就可能妨碍随后的硅化或接触形

成。等离子刻蚀灰化后的残余物通常包括硬掩膜残留物、聚合物残留物、其它颗

粒等各种残留物。在清洗这些等离子刻蚀灰化后的残余物时，需要清洗剂具有较

高的选择性，例如，能够在对金属和低 k 介电材料影响较小的情况下高效率地移

除硬掩膜残留物的氮化物。随着设备临界尺寸的持续缩小以及对于高生产效率与

可靠设备性能的相应要求，需要此类改善的清洁组合物。 

目前用于选择性移除含钛、含钨、含钽的蚀刻掩膜的清洗剂专利较多，这些

专利中虽然公开了各种清洗选择性，但对于氮化钽这一蚀刻硬掩膜组分的清洗效

果及移除选择性，这些专利均效果不佳。尤其 E K C 科技股份有限公司的专利

CN105874568A 的权利要求中明确指出其移除组合物可选择性移除氮化钽，但其

说明书中没有给出氮化钽相关的蚀刻实验数据。本发明的发明人采用其保护范围

内的多种配方进行实验，发现其组合物及清洗方法对于选择性移除含钛和含钨蚀

刻掩膜效果较佳，但对于含钽蚀刻掩膜材料(如氮化钽)的效果不佳，氮化钽无法

进行有效移除。这将严重影响清洗剂的清洗效果。 

因此，亟需开发一种清洗剂，其能够高选择性移氮化物蚀刻掩膜，同时与铜，

钴、钽、钨、钛及低 k 材料相容，而且必须有效同时移除灰化蚀刻残留物。 

本发明所要解决的技术问题是为了克服现有的清洗剂对于含钽蚀刻掩膜材

料(如氮化钽)的效果不佳，氮化钽无法进行有效移除等缺陷，而提供了一种清洗

剂。本发明的清洗剂能够在对金属和低 k 介电材料影响较小的情况下高效率地移

除硬掩膜残留物的氮化物，选择性好，具有非常广阔的市场应用前景。 

本发明提供了一种清洗剂，其由下述原料制得，所述的原料包括下列质量分

数的组分：0 .5％-20％的含碘氧化剂、0 .5％-20％的含硼蚀刻剂、1％-50％的吡

咯烷酮类溶剂、1％-20％的腐蚀抑制剂、0 .01％-5％的不含金属离子的表面活性

剂和水，各组分质量分数之和为 100％；所述清洗剂的 pH 值为 7 .5-13 .5；所述

的腐蚀抑制剂为苯并三氮唑类腐蚀抑制剂、腙类腐蚀抑制剂、卡巴腙类腐蚀抑制

剂和硫代卡巴腙类腐蚀抑制剂中的一种或多种。 

其中，所述的含碘氧化剂的质量分数优选为 1％-10％，更优选为 1 .5％-5％。

所述的含硼蚀刻剂的质量分数优选为 1％-10％，更优选为 1 .5％-5％。所述的吡

咯烷酮类溶剂的质量分数优选为 5％-35％，更优选为 10％-30％。所述的腐蚀抑



电子化工新材料产业联盟简报 

7 

 

制剂的质量分数优选为 3％-15％ ，更优选为 5％-10％。所述的表面活性剂的质

量分数优选为 0 .1％-4％ ，更优选为 0 .2％-3％。所述清洗剂的 pH值优选为 8-12，

更优选为 9-11。 

其中，所述的清洗剂中，各组分质量分数之和为 100％，故水的用量优选以

补足各组分质量分数之和为 100％计。 

其中，所述的含碘氧化剂优选为碘酸、碘酸盐、过碘酸和过碘酸盐中的一种

或多种。所述的碘酸盐优选为碘酸铵和/或碘酸四甲铵。所述的过碘酸盐优选为

过碘酸铵和/或过碘酸四甲铵。 

其中，所述的含硼蚀刻剂可为本领域常规的含硼蚀刻剂，优选为四氟硼酸、

四氟硼酸铵、四氟硼酸四甲铵、四氟硼酸四乙铵、四氟硼酸四丙铵和四氟硼酸四

丁铵中的一种或多种。 

其中，所述的吡咯烷酮类溶剂为本领域常规的吡咯烷酮类溶剂，优选为 N

上的氢被取代的吡咯烷酮类溶剂。所述的 N 上的氢被取代的吡咯烷酮类溶剂优

选为 N-甲基吡咯烷酮、N-乙基吡咯烷酮、N-环己基吡咯烷酮和 N-羟乙基吡咯烷

酮中的一种或多种。 

其中，所述苯并三氮唑类腐蚀抑制剂优选为苯并三氮唑、甲基苯并三氮唑和

5-羧基苯并三氮唑中的一种或多种。所述腙类腐蚀抑制剂优选为苯乙酮苯腙。所

述硫代卡巴腙类腐蚀抑制剂优选为二苯基硫代卡巴腙。 

其中，所述的不含金属离子的表面活性剂为本领域常规的不含金属离子的表

面活性剂，优选为聚乙烯吡咯烷酮和/或十二烷基苯磺酸。 

所述的 pH 值可根据清洗剂中各组分和含量的实际情况调节。例如可使用有

机酸、无机酸、无机碱、强碱弱酸盐和缓冲溶液中的一种或多种。若避免去胶剂

的 pH 值发生剧烈波动，可使用本领域常规的缓冲溶液进行调节。所述的有机酸

优选柠檬酸。所述的无机酸优选硼酸。所述的强碱弱酸盐优选氢氧化四甲铵。 

其中，所述水优选去离子水、蒸馏水、纯水和超纯水中的一种或多种。 

本发明的申请人为上海新阳半导体材料股份有限公司，公开日为 2017 年 11

月 17 日，目前处于实质审查状态中。 

电镀铜镀液 

酸铜电镀在电子工业，尤其是在印制线路板和半导体的制造中具有重要应用。
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典型的酸性镀铜液含硫酸铜和硫酸，其作用是为电镀提供铜源和导电性。电镀液

中还含有 Cl
-、光亮剂、抑制剂和整平剂，以便使电镀能顺利进行，提高镀层质

量和深镀能力。Cl
-和光亮剂(也称促进剂)能促进铜在镀板上的沉积并使镀层表面

光亮。抑制剂起着润湿镀板、抑制铜的沉积速度。整平剂在电镀中起着特别重要

的作用，它使基材凹凸不平的表面平滑并能提高镀孔的深镀能力，以获得高质量

的镀件。 

酸性镀铜工艺中，电镀阳极一般都是采用可溶性的铜球，其含有 99.9%以上

的铜、0.03-0.06%左右的磷以及其他金属。在电镀的过程中，铜阳极中的铜和磷

会在阳极表面形成一层黑色的 Cu3P 膜，防止亚铜离子直接进入到槽液中生成铜

粉或者铜颗粒。在生产过程中，由于铜球逐渐被消耗，阳极泥逐渐增加，加上受

槽液中冲刷的影响，这种黑色的 Cu3P 会逐渐脱落，沉积在钛篮的底部，造成阳

极泥过多，从而影响电镀均匀性，造成电镀过程中板件上下的铜厚相差较大，因

此，工厂一般 2 到 3 个月需要提出钛篮，进行阳极清洗。 

因此需要开发一种能延缓阳极泥脱落，延长清洗阳极周期的电镀铜镀液。 

基于此，本发明的目的是提供一种能延缓阳极泥脱落，延长清洗阳极周期的

电镀铜镀液。 

具体的技术方案如下： 

一种电镀铜镀液，包含如下组分： 

五水硫酸铜   20g/L-240g/L， 

硫酸         20g/L-300g/L， 

氯离子       25mg/L-120mg/L， 

光亮剂       0.1mg/L-20mg/L, 

抑制剂       100mg/L-2000mg/L, 

过渡金属盐   50mg/L-1000mg/L, 

去离子水     添加至 1L。 

优选的，技术方案如下： 

五水硫酸铜   40g/L-100g/L， 

硫酸         180g/L-240g/L， 

氯离子       40mg/L-90mg/L， 
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光亮剂       2mg/L-8mg/L, 

抑制剂       200mg/L-1000mg/L, 

过渡金属盐   50mg/L-1000mg/L, 

去离子水     添加至 1L。 

所述过渡金属盐的阳离子选自 VO
2+、Mn

2+、Fe
2+、Co

2+或 ZrO
2+中的一种或

几种。 

所述过渡金属盐的阴离子选自 SO4
2-或 Cl

-。 

所述光亮剂选自聚二硫二丙磺酸钠、苯基二硫代丙烷磺酸钠、N,N-二甲基硫

代氨基甲酰基丙烷磺酸钠、咪唑啉基聚二硫丙烷磺酸钠、N,N-二乙基硫脲中一种

或几种。 

所述光亮剂选自聚二硫二丙磺酸钠、苯基二硫代丙烷磺酸钠中一种或两种。 

所述抑制剂选自聚亚烷基二醇化合物、聚乙烯醇、羧甲基纤维素、聚乙二醇，

硬脂酸聚乙二醇酯，烷氧基萘酚，油酸聚乙二醇酯，聚(乙二醇-丙二醇)无规共聚

物，聚(聚乙二醇-聚丙二醇-聚乙二醇)嵌段共聚物，聚(聚丙二醇-聚乙二醇-聚丙

二醇)嵌段共聚物中一种或几种。 

所述抑制剂选自聚(聚丙二醇-聚乙二醇-聚丙二醇)嵌段共聚物、聚(乙二醇-

丙二醇)无规共聚物或聚乙二醇中一种或几种。 

上述电镀铜镀液中，加入和 50-1000mg/L(ppm)的过渡金属盐，该过渡金属

盐能很好吸附在铜阳极表面，保护阳极上的 Cu3P 的黑膜不易脱落，从而延缓铜

阳极泥的脱落。该过渡金属盐在电镀铜生产过程中消耗极低或不消耗，不需要额

外补充。 

本发明的申请人为广东光华科技股份有限公司，公开日为 2017 年 7 月 28

日，目前处于实质审查状态中。 

【工艺方法】 

一种高纯硅烷的制备方法 

硅烷是一种重要的化工产品，其经提纯后得到的超高纯电子气体，是硅产品

产业链中的一个十分重要的中间产品，作为原料可应用于电子级多晶硅、非晶硅

薄膜电池、硅片外延、覆膜玻璃、纳米硅材料等产品的制备中。硅烷作为世界范
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围内大规模生产粒状高纯度硅的中间产物，对信息产业和新能源产业的发展有着

举足轻重的作用。 

多氟多化工股份有限公司携手北京化工大学组织了课题组，研发了一种高纯

硅烷的制备新方法，解决了现有技术中硅烷生产操作繁琐、能耗高、成本高、所

得产品纯度较低等问题，为高纯硅烷的生产开辟了新路径。 

1）原料： 

高纯氮气(99.999%，上海志望化工科技有限公司)、氢气(99.999%，天津市

百思达气体有限公司)、氨气(99.999%，上海春雨特种气体有限公司)、四氟化硅

气体(99.99%，自备)、金属钠(宜兴阿拉丁化工贸易有限公司)、金属基催化剂。 

2）反应原理： 

首先将金属钠溶解于液氨溶液中，在搅拌条件下，连续均匀地通入 SiF4 和

H2，使气液充分反应。待反应完全后制得粗硅烷，利用粗硅烷中杂质沸点不同的

性质，通过吸附、精馏等工序得到高纯硅烷。反应过程中副产的氟化钠和氟化铵

直接用于其他无机氟化物的生产。反应主方程式： 

2Na+2NH3+SiF4+3H2=2NaF+2NH4F+SiH4 

3）工艺路线 

将一定质量的钠溶解在 600g 液氨中形成混合液，再将混合液置于带有搅拌

和冷却装置的密闭反应釜中，釜内压力保持在 2.5MPa，温度保持在 30℃，通入

惰性气体进行气体置换反应。釜内气体中φ（蒸气）≤1*10
-7、φ（O2）≤2*10

-7；

在搅拌条件下，将 H2 和 1000g 的 SiF4 持续均匀通入反应釜内，与混合液反应

4h，制得粗硅烷。所得粗硅烷通过填料塔吸附，填料为 4A 分子筛。精馏过程采

用二级精馏，其中一级精馏的精馏塔采用液氮作为制冷剂，主要除去粗硅烷中的

轻组分杂质，如氢气、甲烷等；二级精馏主要除去硅烷中的重组分杂质，如乙硅

烷、硅氧烷等。工艺流程如图 1 所示。 
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4）工艺关键点 

液氨投加量。按反应方程式计算，金属钠与氨的物质的量比为 1:1，但实际

操作过程中，钠与液氨的物质的量比为 1：（2.0~5.0），本工艺优选钠与液氨的

物质的量比为 1:2.8。此处，液氨除了参与反应之外，还充当反应溶剂，因此液

氨的用量应适当增加。 

金属基催化剂。金属基催化剂具有催化活性高、稳定性好和价格较低等优点，

广泛应用于加氢、脱氢、氧化脱卤、脱硫等转化过程。本工艺加入金属基催化剂

可提高反应速率，所使用催化剂为 Ni、Pt、Pd 等金属基催化剂，优选 Ni 基催化

剂。 

粗品提纯。按照上述方法制备出的粗硅烷，在纯度上无法满足下游产品生产

的实际需求，还需对产品作进一步的吸附和精馏提纯。粗硅烷中含有百分之几的

氨，而硅烷精馏一般在硅烷沸点附近进行，此时氨会发生凝固，从而影响正常的

操作，所以在精馏之前必须除氨。有研究证明，4A 分子筛对氨具有良好的吸附

效果，因此本工艺将 4A 分子筛应用在粗硅烷的吸附过程中。精馏过程采用二级

精馏，其中一级精馏的精馏塔采用液氮作制冷剂，主要除去粗硅烷中的轻组分杂

质，如氢气、甲烷等;二级精馏主要除去硅烷中的重组分杂质，如乙硅烷、硅氧

烷等。经过提纯，产品集中于精馏器的上部，分析可知产品的主含量均达到

99.9999%以上。 

5）工艺特点 

a、以钠、液氨、氢气和四氟化硅为原料制备高纯硅烷，原料廉价易得，成

本优势明显。 

b、反应条件温和，能耗低，安全系数高，操作简单，易于控制，便于实现

自动化，适合大规模工业化生产。 

c、反应过程中夹杂的杂质气体少，所得硅烷产品纯度高，简化了后续硅烷

提纯的工艺，进一步降低设备投资与生产成本。 

d、副产物纯度高，可直接用于生产无机氟化物，具有显著的经济效益和环

境效益，属于清洁生产工艺，适合推广应用。 

本工艺所得高纯硅烷产品质量优于美国、白俄罗斯等所用标准（超大规模及

集成电路 VLSI 用硅烷指标）。 
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【产业分析】 

千亿元资金砸向柔性 AMOLED 中国面板厂商必须背水一战 

在过去的五年里，中国大陆显示产业发生了翻天覆地的变化，在液晶产业不

断壮大的同时，中国大陆 OLED 产业掀起了新一轮的投资浪潮。这至少两三千

亿元的产线投资都瞄向了柔性 AMOLED。维信诺公司代表张德强博士认为，中

国大陆 OLED 产业面临更好的发展机遇，在技术研发水平上，中国大陆与国际

同步；在产业化过程当中，中国大陆紧随韩国，冲在了日本的前头。 

但是柔性 AMOLED 没有前人的经验，中国面板厂商需要靠自己摸索，面临

巨大的挑战。中国光学光电子行业协会液晶分会副理事长兼秘书长梁新清指出，

现在中国大陆面板企业已经投资建设这么多条柔性 AMOLED 生产线，没有退路

了，必须背水一战。 

柔性 AMOLED 有机会实现换道超车 

在过去十几年的时间里，中国大陆液晶面板产业从零起步，依靠引进、消化、

吸收、再创新的路径在产能上即将实现超越。与液晶相比，中国大陆 OLED 的

技术基础更好，在 OLED 短短的 30 年历史当中，中国已经拥有像维信诺这样具

有 21 年历史的 OLED 企业。在 OLED 技术研发上，中国大陆企业与韩国几乎是

同步开始的。也正因为如此，维信诺主导制定国际柔性显示标准，在国际上拥有

一定的技术话语权。 

在 OLED 产业上，虽然中国大陆面板企业落后韩国企业，但是通过这两三

年来的大量投资，中国大陆企业正紧跟韩国企业的步伐。维信诺、京东方、天马、

和辉光电、华星光电、信利、柔宇都在紧锣密鼓的进行新产线的投资建设，希望

抢先分到柔性 AMOLED 市场的一杯羹。像维信诺公司的柔性 AMOLED 面板已

经实现量产并在终端厂商实现应用。 

维信诺技术负责人黄秀颀博士认为，OLED技术还没有定型，中国大陆OLED

的机会比 LCD 的更大。当年中国大陆引进液晶产线的时候，LCD 的技术比较成

熟，很难与竞争对手比拼。但是现在 OLED 技术还不是十分成熟，不同技术路

线还在同步发展和相互竞争、淘汰当中，中国大陆企业有机会将 OLED 技术推

向更加成熟的阶段。同时，正因为 OLED 技术不成熟，需要进步，领跑者会形
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成一定的技术壁垒，但是需要更长的时间摸索，而后发者可能会有更大的优势，

因为后发者有合作伙伴更多的支持，在研发速度和量产速度上会比领跑者更快一

些。IHS 显示研究总经理谢勤益也指出，国内厂商有三星前例可循，学习曲线会

更短。 

对于柔性显示技术来说，现在还处于发展的早期。张德强认为，柔性显示技

术发展可以分为三个阶段，第一个阶段是实现曲面屏、全面屏；第二个阶段，是

实现折叠显示屏；到第三个阶段，是实现可自由卷曲的显示屏。黄秀颀指出，正

因为柔性 AMOLED 不是停滞不前，还在不断更新变化当中，中国面板企业只要

能够抓住机会点就有可能实现换道超车。 

柔性 AMOLED 面临生态链挑战 

中国柔性 AMOLED 机遇巨大，挑战同样巨大。黄秀颀通过对柔性 AMOLED

上游、中游、下游进行梳理发现，柔性 AMOLED 的挑战不只是来自面板厂商单

一因素的挑战，柔性 AMOLED 有可能重塑终端供应链，所以柔性 AMOLED 更

大的挑战是来自生态链的挑战。 

从中游厂商来看，如果 AMOLED 由刚性进入柔性阶段，面板厂商会面临应

力管控的难题。应力管控就会牵扯到面板堆叠结构设计，而堆叠结构设计的难点

在于要同时满足电学性能、光学性能和力学性能，而且要实现三者的平衡。如果

柔性 AMOLED 进入卷曲屏阶段，可能中游其它类型的厂商也需要跟着突破，例

如，需要柔性电路、柔性电池、柔性结构与柔性外观材料等。 

从上游厂商来看，随着 AMOLED 变柔性之后，可能需要新的材料、部件、

设备，例如，衬底 PI、封装材料、OCA 等材料，柔性盖板、超薄偏光片、支撑

膜、柔性触控等部件，PI 涂布固化设备、ALD 与 TFE 设备、激光剥离设备、COP

设备、柔性贴合设备等。黄秀颀进一步指出，刚性 LCD 模组到刚性 AMOLED

模组转移时并不难，但是到柔性阶段之后就变得不那么容易了，到可折叠阶段甚

至连材料都没有。过去偏光片很厚，但是柔性 AMOLED 需要更薄的偏光片，可

能原来偏光片的材质就需要改变了。 

从下游厂商来看，到折叠屏阶段，终端厂商需要考虑弯折部分铰链的设计，

软件、操作系统层面也要跟着优化。黄秀颀强调，终端厂商还没有确定折叠屏手

机的最终形态，这对上游、中游厂商影响很大，例如，如果没有确定折叠屏手机
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是内折还是外折的话，上游厂商两种方案都要做，这等于要花两倍的时间、金钱、

精力去研发，终端厂商的决定牵一发而动全身。AMOLED 进入柔性阶段之后，

上游、中游和下游相互影响、相互制约。 

梁新清也指出，国内 AMOLED 产业氛围和实际水平有一定差距，LCD 产业

相对成熟，设备、材料和工艺稳定，比较容易，但是 OLED 不确定的地方太多

了，韩国厂商的荫罩形状和像素排布一直在调整，这也说明 OLED 工艺和材料

不稳定，设备也在改进当中，OLED 还处于研发和量产的相互推进的过程中。从

蒸镀上说，OLED 蒸镀次数多、重复率高、控制精度要求准，曝光次数从 5 次变

成 11 次，难度很大，现在还没有完全解决。 

转变理念才有可能抓住柔性显示机遇 

柔性 AMOED 挑战和机遇并存，中国面板厂商该如何克服挑战、抓住机遇

呢？ 

回顾一下国际 OLED 产业化的过程对于国内发展 OLED 有一定的启发意义。

日本是最早推动 OLED 产业化的，至今日本也保留着大量的 OLED 技术专利，

但是日本企业为何停止 OLED 产业化进程呢？梁新清认为，日本在面板技术上

苦于技术钻研，但是没能做出合格品，只能放弃。也就是说“日本虽然配套能力

很强，但是太保守了，对 OLED 兴奋不起来。” 

我国台湾同样很早推进 OLED 产业化，而且中国台湾半导体和面板技术都

不错，最后为何不得不放弃呢？甚至说 OLED 技术不行。梁新清指出，中国台

湾遇到了迈不过去的坎，之前中国台湾在推动 OLED 产业化的过程中投资了不

少资金，但是最终得出的结论就是 OLED 不行，因此只能放弃。 

但是三星通过供应链垂直整合，建立属于自己的产业生态链，最终将柔性

AMOLED 推向了市场。这说明 OLED 产业需要上下游厂商共同配合，共同推动。

梁新清指出，在 OLED 制造过程中无法保证没有坏点，可能生产出来就带 Mura，

需要进行修正才能成为合格品。这和 LCD 不一样，当 LCD 出现 Mura 的时候，

通常面板厂商会通过改进工艺来解决，所以如果用 LCD 的研发管理理念来做

OLED 可能行不通。 

中国面板厂商在推进 OLED 的过程中必须转变理念，梁新清指出，中国面

板厂商在做 OLED 的时候要非常重视与材料、设备、半导体等企业的配合，通
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过团战的方式来提升 OLED 的品质。 

黄秀颀也指出，现在中国大陆企业慢慢意识到，光面板厂商无法推动 OLED

产业化进程，需要联合上下游企业，组成生态链。这一点在柔性屏、折叠屏阶段

上会体现得更加明显。 

除了理念的上的转变之外，中国面板厂商还需要持续的技术创新、把握时势。

三星之所以能够在 AMOLED 领域取得今天的成就，离不开长期的技术投入，三

星为了能够量产柔性 AMOLED，光研发投入就达到 16 年之久。中国面板厂商如

果不持续创新很难追上三星的步伐。此外，还要把握时势。时势造英雄。要抓住

风口，这样才能追赶上竞争对手，甚至完成超越。 

 

 


